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【はじめに】 

AlN 膜の圧電効果は高周波フィルタなどで

用いられている。最近。Sc を導入することで、

圧電係数が数倍にも上がることが報告された。

結晶性や配向性は、堆積時の基板温度や Ar/N2

比で異なる。また成膜する下地材料の影響も大

きい。本研究では Ar/N2比とスパッタリングの

種類を変え、C-V 特性を測定する。 

【実験方法と結果】 

Al と Sc の co-sputter による堆積法などの報

告例があるが、本研究では AlSc ターゲットを

窒素雰囲気でスパッタリングした。 

AlScN 膜は Al/Sc=57%/43%の組成を有する

ターゲットを窒素雰囲気中でスパッタリング

することで成膜した。Ar と N2 の比を変え、ま

たスパッタリングの種類を変え、膜厚が 50nm

となるように揃えた。上部および下部電極は

TiN とし、C-V 測定を行った。Fig 1 に検討した

条件と電気特性を示す。 

Fig. 1 にいくつか試料に対して 2kHz で測定

した C-V 特性を示す。RF スパッタリングの試

料では確認され、容量は DC スパッタリングよ

り均一である。 

【まとめ】 

 スパッタリング法を用いた強誘電相 AlScN

膜の成膜の検討を行った。Ar/N2の比によって、

大きく変化が見えないですが、スパッタリング

の種類によって、大きく変化することが明らか

になった。  
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Fig 1 C-V meaurement results changed by 

changing the ratio of Ar to N2 or changing different 

types of sputter method. 
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